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 ในงานวิทยานพินธนี้ ไดมกีารศึกษาพืน้ผิวของซิลิคอนชนิด (001) บนผิวหนาที่มีการ
จัดเรียงตวัใหมแบบ c(4×4) โดยใชเทคนิคการเลี้ยวเบนของอิเลคตรอนพลังงานต่ํา เทคนิคโอเจอร 
อิเลคตรอนสเปกโทรสโกป เทคนิคโฟโตอิมิสชันสเปกโทรสโกปโดยใชแสงซินโครตรอน และการ 
คํานวณแบบ ab initio โดยอาศัยทฤษฎฟีงกชันแนลความหนาแนน พบวาพื้นผิวของซิลิคอนชนิด 
(001) บนผิวหนาที่มีการจัดเรียงตัวใหมแบบ c(4×4) จะเกิดขึ้นเมื่อใหความรอนแกพื้นผิวซิลิคอนที่
มีการจัดเรียงตวัใหมแบบ (2×1) ในชวงอณุหภูมิระหวาง 580°C ถึง 630°C ในระบบสุญญากาศ 
ระดับสูงสุด การปลี่ยนแปลงเฟสระหวาง (2×1) และ c(4×4) เฟส สามารถผันกลับได ผลจากการ 
วัด AES ยืนยันวาการจัดเรียงตัวใหมแบบ c(4×4) นีม้ีความสัมพันธกับการมีอะตอมของคารบอน 
ปนเปอนอยูบนพื้นผิว นอกจากนี้ผลจากการคํานวณแสดงใหเห็นวาแบบจําลองที่นาจะเปนไปดมาก
ที่สุดสําหรับพื้นผิวที่มีการจดัเรียงตวัใหมแบบ c(4×4) คือแบบจําลองที่ประกอบดวยอะตอมของ
คารบอนอยูที่ช้ันที่ 2 ใตผิวที่รวมตัวเปนกลุมของซิลิคอนคารไบดเล็ก ๆ 
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Si(001)-c(4×4)/LEED/AES/PHOTOEMISSION/ DENSITY FUNCTIONAL 

CALCULATIONS 

 
 In this thesis work, the Si(001)-c(4×4) surface reconstruction has been 

investigated by low-energy electron diffraction (LEED), Auger electron spectroscopy 

(AES), synchrotron photoemission spectroscopy (PES) and ab initio calculations 

based on density functional theory. It has been demonstrated that the Si(001)-c(4×4) 

surface reconstruction occurs when a clean Si(001)-(2×1) surface is heated at 

temperature between ∼ 580°C and 630°C in ultra high vacuum environment. The 

transition between the (2×1) phase and the c(4×4) phase is reversible. The results of 

AES measurements confirm that the c(4×4) surface reconstruction is related to the 

presence of carbon atoms contaminating on the surface. The results from the 

calculations also suggest that the model consisting of carbon atoms at the second layer 

below the surface that form small SiC clusters is the most likely model for the c(4×4) 

reconstruction.  
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